LABORATORI DE TECNOLOGIA DE MATERIALS II:
PREPARACIO i CARACTERITZACIO

OBJECTIUS

El treball efectuat en aquest laboratori pretén donar a 1’estudiant una formacié avangada
en diferents técniques de preparacid i1 caracteritzaci6 de materials. S’aborden
experiments per créixer materials tant en volum com en forma de capa prima,
mitjancant técniques de diposicid o tractaments varis. Els materials format s’analitzaran
mitjangant difraccio de raigs X 1 microscopia. Es treballa amb metalls, semiconductors
1 aillants per obtenir una visid global dels diferents tipus de solids.

MISSIO

La missi6 del laboratori consisteix en familiaritzar I’estudiant amb algunes técniques de
creixement i caracteritzacidé de materials.

Sessions Practiques:

GRUPS de 4-5 alumnes. Cada grup haura de fer les 3 practiques.
PRACTIQUES

A. CREIXEMENT i CARACTERITZACIO DE MONOCRISTALLS MITJANCANT
CZOCHRALSKY. DIFRACCIO DE RAIGS X. (3 SESSIONS)

B. RECOBRIMENTS DE COURE MITJANCANT DIPOSICIO QUIMICA (LP-
OMCVD), SPUTTERING i ELECTRODEPOSICIO. CARACTERITZACIO.
(3-4 SESSIONS)

C. PULVIMETAL-LURGIA: SINTERITZACIO i TRACTAMENT AL VAPOR
&’ACERS. (3 SESSIONS)



Avaluacio: L’avaluaci6 de ’assignatura es realitzara promitjant les notes obtingudes en
cadascuna de les practiques realitzades. Per aprovar 1’assignatura és imprescindible
realitzar totes les practiques assignades. Per cadascuna de les practiques es redactara un
informe 1 cada grup fara una presentaci6 oral d’uns 15 min d’una practica a la resta de
companys (aquesta presentacidé contara per la nota final). La data limit per donar els
informes ¢s el 30 de juny. L’exposici6 oral es fara en una sessid acordada préviament.

Informes: L’estructura basica que han de tenir els informes la podeu trobar al final
d’aquest document. La longitud maxima és d’ unes 10 pagines per informe.






